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余 山 男
, , 年生
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博士
,
主要从事 工艺

、

亚微米和深 亚微米器件物理
、

设计和制造
、

容锚

计算系统的设计
、

以及计算机辅助电路
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器件和工艺模拟等方面的科研工作

查定康 男 , , 呼 年生
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研究员
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上要从事 工艺
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抗核加固器件和工艺以及功率器件等方面的科 研工

作

黄 敞 男 ,
年生

,

博士
,

教授
,

美国半导体器件和物理
、

以及半导体工业的创始人之一
,

主要从事微电子

学方面的科研工作
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‘ 二维器件数值模拟和分析

基于载流子总量分析方法
,

我们采用 一 二维器件数值模拟程序进行器件模

拟 〔 ,

以阐明 退化的机理

图 是采用 一 二维器件数值模拟程序模拟的 电场分布
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